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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板と、
　前記ベース基板に設けられる第１及び第２の半導体素子と、
　前記第１の半導体素子に接続され、前記第１の半導体素子がオンすると、電流経路が互
いに隣り合い、かつ、電流方向が互いに反対になるように前記ベース基板に設けられる第
１の入力用外部端子及び第１の出力用外部端子と、
　前記第２の半導体素子に接続され、前記第２の半導体素子がオンすると、電流経路が互
いに隣り合い、かつ、電流方向が互いに反対になるように前記ベース基板に設けられる第
２の入力用外部端子及び第２の出力用外部端子と、
　を備え、
　互いに接続される前記第１の出力用外部端子の端部と前記第２の入力用外部端子の端部
とが隣り合うように配置され、電源の一方の電極に接続される前記第１の入力用外部端子
の端部と前記電源の他方の電極に接続される前記第２の出力用外部端子の端部とが隣り合
うように配置され、
　前記第１の出力用外部端子の端部及び前記第２の入力用外部端子の端部が前記第１の半
導体素子側に折り曲げられ、前記第１の入力用外部端子の端部及び前記第２の出力用外部
端子の端部が前記第２の半導体素子側に折り曲げられ、前記第１の入力用外部端子の他方
の端部及び前記第１の出力用外部端子の他方の端部が前記第１の半導体素子側に折り曲げ
られ、前記第２の入力用外部端子の他方の端部及び前記第２の出力用外部端子の他方の端
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部が前記第２の半導体素子側に折り曲げられている、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置であって、
　前記第１の入力用外部端子の端部が前記第２の出力用外部端子の端部の両側に分岐され
る、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置であって、
　前記第１の出力用外部端子の端部が前記第２の入力用外部端子の端部の両側に分岐され
る、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の半導体装置であって、
　前記第２の入力用外部端子の端部または前記第２の出力用外部端子の端部は、２以上に
分岐される、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の半導体装置であって、
　前記第１の入力用外部端子の端部または前記第２の入力用外部端子の端部は、前記第１
または第２の半導体素子に流れる電流に応じた大きさに形成される、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の半導体装置であって、
　前記電源の一方の電極と前記第１の入力用外部端子の端部とを接続する板状の第１の配
線は、前記第１の入力用外部端子との接続部が凹形状に形成されており、
　前記電源の他方の電極と前記第２の出力用外部端子の端部とを接続する板状の第２の配
線は、前記第２の出力用外部端子との接続部が凸形状に形成されている、
　ことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ回路におけるアーム構成をつくるために用いられる半導体装置に
関し、特に、半導体装置に備えられる半導体素子の外部端子構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置では、外部からの電流を半導体装置内の半導体素子に入力するための
入力用外部端子と半導体素子から外部に電流を出力するための出力用外部端子とを、電流
経路が互いに隣り合い、かつ、電流方向が互いに反対になるように配置して、各外部端子
のそれぞれのインダクタンスを相互誘導作用により互いに打ち消し合わせて小さくするも
のがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図５は、このような半導体装置の一例を示す斜視図（図５（ａ））、平面図（図５（ｂ
））、及び側面図（図５（ｃ））である。なお、図５に示す半導体装置５０が備える複数
の半導体素子５１（ここでは一例として３つの半導体素子５１を備える半導体装置５０を
説明する）のそれぞれのゲート電極は省略している。また、半導体素子５１は、例えば、
ダイオードが並列接続されるＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）やＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕ
ｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）などとする。
【０００４】
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　図５（ａ）及び図５（ｂ）に示すように、半導体装置５０は、３つの半導体素子５１が
ドレイン電極を兼ねたベース基板５２上に並置されている。また、外部からの電流を半導
体素子５１に入力するためのドレイン電極端子５３ａ、５３ｂ、５３ｃは、それぞれ、側
断面が逆Ｌ字型になっておりベース基板５２側面に接続されている。また、ドレイン電極
端子５３ａ、５３ｂ、５３ｃに接続されるベース基板５２の側面部分は、ドレイン電極端
子５３ａ、５３ｂ、５３ｃのそれぞれの形状に合わせて３等分に分割されている。また、
電流を半導体素子５１から出力するためのソース電極端子５４は、ドレイン電極端子５３
ａ、５３ｂ、５３ｃに合わせて３等分に分割されていると共にそれらの側断面がコの字型
になっておりベース基板５２上に絶縁板５５を介して載置されている。また、３つの半導
体素子５１は、それぞれ、ソース電極端子５４と平行になるように配置され、各半導体素
子５１のそれぞれのソース電極がボンディングワイヤ５６によりソース電極端子５４と接
続されている。また、ドレイン電極端子５３ａ、５３ｂ、５３ｃとソース電極端子５４は
、互いに対向するように配置されている。このように構成される半導体装置５０は、上述
したように、ドレイン電極端子５３ａ、５３ｂ、５３ｃに流れる電流の方向とソース電極
端子５４に流れる電流の方向とを互いに反対にさせることができるので、ドレイン電極端
子５３ａ、５３ｂ、５３ｃのインダクタンスとソース電極端子５４のインダクタンスとを
互いに打ち消し合わせて、半導体装置５０の内部インダクタンスを小さくさせることがで
きる。これにより、例えば、半導体装置５０にかかるサージ電圧などを抑えることができ
る。
【０００５】
　ところで、この半導体装置５０を用いて、図６に示すようなインバータ回路におけるア
ーム構成をつくる場合では、半導体装置５０が２つ必要であり、その２つの半導体装置５
０を電気的に接続するための配線やネジなどを少なくしてインバータ回路を大型化させな
いという要望がある。また、配線やネジなどを少なくしてインバータ回路を大型化させな
いようにする構成は、インバータ回路の組み付けコストの低減を図ることができる。
【０００６】
　そこで、インバータ回路を大型化させないようにするための構成の１つとして、例えば
、インバータ回路におけるアーム構成をつくるための各半導体素子をベース基板に配置し
、一方の半導体素子の出力用外部端子と他方の半導体素子の入力用外部端子とを隣り合わ
せてベース基板に設けることが考えられる（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　このように構成することにより、２つの半導体素子を電気的に接続するための配線を短
くすることができるので、インバータ回路の大型化を抑えることができる。
【特許文献１】特開２０００－９１４９８号
【特許文献２】特開２００５－１９８４４３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そして、このようなインバータ回路の大型化を抑えるための構成において、さらに、半
導体装置の内部インダクタンスを小さくさせたいという要望もある。
　そこで、本発明は、半導体装置を用いてつくるインバータ回路の大型化を抑えつつ、半
導体装置の内部インダクタンスを小さくさせることが可能な半導体装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために本発明では、以下のような構成を採用した。
　すなわち、本発明の半導体装置は、ベース基板と、前記ベース基板に設けられる第１及
び第２の半導体素子と、前記第１の半導体素子に接続され、前記第１の半導体素子がオン
すると、電流経路が互いに隣り合い、かつ、電流方向が互いに反対になるように前記ベー
ス基板に設けられる第１の入力用外部端子及び第１の出力用外部端子と、前記第２の半導
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体素子に接続され、前記第２の半導体素子がオンすると、電流経路が互いに隣り合い、か
つ、電流方向が互いに反対になるように前記ベース基板に設けられる第２の入力用外部端
子及び第２の出力用外部端子とを備え、互いに接続される前記第１の出力用外部端子の端
部と前記第２の入力用外部端子の端部とが隣り合うように配置され、電源の一方の電極に
接続される前記第１の入力用外部端子の端部と前記電源の他方の電極に接続される前記第
２の出力用外部端子の端部とが隣り合うように配置される。
【００１０】
　このように、第１の入力用外部端子及び第１の出力用外部端子が、電流経路が互いに隣
り合い、かつ、電流方向が互いに反対になるように設けられ、第２の入力用外部端子及び
第２の出力用外部端子が、電流経路が互いに隣り合い、かつ、電流方向が互いに反対にな
るように設けられているので、相互誘導作用により各外部端子のインダクタンスを小さく
させることができる。これにより、半導体装置の内部インダクタンスを小さくすることが
できる。
【００１１】
　また、第１の出力用外部端子の端部と第２の入力用外部端子の端部とが隣り合うように
配置されているので、第１の出力用外部端子と第２の入力用外部端子とを接続するための
配線を短くすることができ、半導体装置を用いてつくるインバータ回路の大型化を抑える
ことができる。
【００１２】
　また、第１の入力用外部端子の端部と第２の出力用外部端子の端部とが隣り合うように
配置されているので、第１の入力用外部端子と電源の一方の電極とを接続するための配線
長と第２の出力用外部端子と電源の他方の電極とを接続するための配線長を同じにするこ
とができる。これにより、それらの配線の各インダクタンスがアンバランスになることを
抑えることができるので、第１及び第２の半導体素子にそれぞれ流れる電流がアンバラン
スになることを抑えることができる。
【００１３】
　また、上記半導体装置は、前記第１の出力用外部端子の端部及び前記第２の入力用外部
端子の端部が前記第１の半導体素子側に配置され、前記第１の入力用外部端子の端部及び
前記第２の出力用外部端子が前記第２の半導体素子側に配置され、前記第１の入力用外部
端子の他方の端部及び前記第１の出力用外部端子の他方の端部が前記第１の半導体素子側
に配置され、前記第２の入力用外部端子の他方の端部及び前記第２の出力用外部端子の他
方の端部が前記第２の半導体素子側に配置されてもよい。
【００１４】
　これにより、第１及び第２の半導体素子と各外部端子とをつなぐ配線（例えば、ボンデ
ィングワイヤなど）を短くすることができるので、半導体装置の内部インダクタンスを小
さくすることができる。
【００１５】
　また、上記半導体装置は、前記第１の入力用外部端子の端部が前記第２の出力用外部端
子の端部の両側に分岐されてもよい。
　これにより、ベース基板に第１の半導体素子が複数並ぶ構成であっても、第１の半導体
素子に入力される電流を分散させることができるので、各第１の半導体素子に流れるそれ
ぞれの電流がアンバランスになることを抑えることができる。
【００１６】
　また、上記半導体装置は、前記第２の入力用外部端子の端部が前記第１の出力用外部端
子の端部の両側に分岐されてもよい。
　これにより、ベース基板に第２の半導体素子が複数並ぶ構成であっても、第２の半導体
素子に流れる電流を分散させることができるので、各第２の半導体素子に流れるそれぞれ
の電流がアンバランスになることを抑えることができる。
【００１７】
　また、上記半導体装置は、前記第１の入力用外部端子の端部または前記第２の入力用外
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部端子の端部が、前記第１または第２の半導体素子に流れる電流に応じた大きさに形成さ
れてもよい。
【００１８】
　これにより、例えば、第１または第２の半導体素子に入力される電流が大きい場合でも
対応することができる。
　また、上記半導体装置は、前記第１の入力用外部端子の端部または前記第２の入力用外
部端子の端部が、２以上に分岐されてもよい。
【００１９】
　これにより、例えば、第１または第２の半導体素子に入力される電流が大きい場合でも
対応することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、半導体装置を用いてつくるインバータ回路の大型化を抑えつつ、半導
体装置の内部インダクタンスを小さくさせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
　図１（ａ）は、本発明の実施形態の半導体装置の平面図である。図１（ｂ）は、Ａ－Ａ
断面を示す図である。図１（ｃ）は、Ｂ－Ｂ断面を示す図である。
【００２２】
　図１（ａ）～図１（ｃ）に示すように、半導体装置１は、金属ベース２と回路パターン
３とからなる金属コア絶縁基板４（ベース基板）と、インバータ回路におけるアーム構成
の一方のスイッチング素子としての半導体素子（半導体チップ）５（第１の半導体素子）
と、アーム構成の他方のスイッチング素子としての半導体素子６（第２の半導体素子）と
、半導体素子５のドレイン電極端子７（第１の入力用外部端子）と、半導体素子５のソー
ス電極端子８（第１の出力用外部端子）と、半導体素子６のドレイン電極端子９（第２の
入力用外部端子）と、半導体素子６のソース電極端子１０（第２の出力用外部端子）と、
金属コア絶縁基板４と半導体素子５との間または金属コア絶縁基板４と半導体素子６との
間に設けられるヒートスプレッダ１１と、半導体素子５や半導体素子６とヒートスプレッ
ダ１１とを接続するためのはんだ１２と、ドレイン電極端子７、ソース電極端子８、ドレ
イン電極端子９、及びソース電極端子１０以外の部品（例えば、半導体素子５、６など）
を覆うためのカバー１３とを備えて構成されている。なお、図１（ｂ）及び図１（ｃ）で
は、カバー１３を省略している。また、半導体素子５、６は、例えば、ダイオードが並列
接続されるＭＯＳＦＥＴやＩＧＢＴなどが考えられる。また、半導体素子５、６の下側構
造は、銅などの金属板とセラミック回路基板とを用いて構成してもよい。
【００２３】
　ドレイン電極端子７の一方の端部は、カバー１３の外部へと延在しカバー１３の外部に
て半導体素子６側に直角に折り曲げられている。また、ドレイン電極端子７の他方の端部
は、カバー１３の内部へと延在し回路パターン３上にて半導体素子５側に直角に折り曲げ
られており、回路パターン３を介して半導体素子５のドレイン電極に接続されている。な
お、ドレイン電極端子７の他方の端部の幅は、金属コア絶縁基板４の幅Ｃとほぼ同じ大き
さに形成されている。すなわち、ドレイン電極端子７は、図１（ｃ）に示す断面ではＳ字
型に形成されている。
【００２４】
　ソース電極端子８の一方の端部は、カバー１３の外部へと延在しカバー１３の外部にて
半導体素子５側に直角に折り曲げられている。また、ソース電極端子８の他方の端部は、
カバー１３の内部へと延在しケース１４上にて半導体素子５側に直角に折り曲げられてお
り、ボンディングワイヤ１５を介して半導体素子５のソース電極に接続されている。なお
、ソース電極端子８の他方の端部の幅は、金属コア絶縁基板４の幅Ｃとほぼ同じ大きさに
形成されている。すなわち、ソース電極端子８は、図１（ｃ）に示す断面ではコの字型に
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形成されている。
【００２５】
　ドレイン電極端子９の一方の端部は、カバー１３の外部へと延在しカバー１３の外部に
て半導体素子５側に直角に折り曲げられている。また、ドレイン電極端子９の他方の端部
は、カバー１３の内部へと延在し回路パターン３上にて半導体素子６側に直角に折り曲げ
られており、回路パターン３を介して半導体素子６のドレイン電極に接続されている。な
お、ドレイン電極端子９の他方の端部の幅は、金属コア絶縁基板４の幅Ｃとほぼ同じ大き
さに形成されている。すなわち、ドレイン電極端子９は、図１（ｂ）に示す断面では逆Ｓ
字型に形成されている。
【００２６】
　ソース電極端子１０の一方の端部は、カバー１３の外部へと延在しカバー１３の外部に
て半導体素子６側に直角に折り曲げられている。また、ソース電極端子１０の他方の端部
は、カバー１３の内部へと延在しケース１４上にて半導体素子６側に直角に折り曲げられ
ており、ボンディングワイヤ１５を介して半導体素子６のソース電極に接続されている。
なお、ソース電極端子１０の他方の端部の幅は、金属コア絶縁基板４の幅Ｃとほぼ同じ大
きさに形成されている。すなわち、ソース電極端子１０は、図１（ｂ）に示す断面では逆
コの字型に形成されている。
【００２７】
　このように、各電極端子を配置することにより、ドレイン電極端子７とソース電極端子
８とが隣り合うと共にドレイン電極端子９とソース電極端子１０とが隣り合い、かつ、ド
レイン電極端子７の端部とソース電極端子１０の端部とが隣り合うと共にドレイン電極端
子８の端部とソース電極端子９の端部とが隣り合う。
【００２８】
　次に、半導体素子５がオンしたときのドレイン電極端子７及びソース電極端子８に流れ
る電流、並びに、半導体素子６がオンしたときのドレイン電極端子９及びソース電極端子
１０に流れる電流について説明する。
【００２９】
　まず、半導体素子５がオンすると、外部からの電流がドレイン電極端子７及び回路パタ
ーン３を介して半導体素子５に流れ、半導体素子５からボンディングワイヤ１５を介して
ソース電極端子８に流れて外部に出力される。このとき、半導体素子５に入出力される電
流は、それぞれ、ドレイン電極端子７及びソース電極端子８により分散されるため、金属
コア絶縁基板４の幅Ｃ方向に半導体素子５が複数並ぶ構成であっても、各半導体素子５に
流れるそれぞれの電流がアンバランスになることを抑えることができる。
【００３０】
　また、半導体素子６がオンすると、外部からの電流がドレイン電極端子９及び回路パタ
ーン３を介して半導体素子６に流れ、半導体素子６からボンディングワイヤ１５を介して
ソース電極端子１０に流れて外部に出力される。このとき、半導体素子６に入出力される
電流は、それぞれ、ドレイン電極端子９及びソース電極端子１０により金属コア絶縁基板
４の幅Ｃ方向に拡がるため、金属コア絶縁基板４の幅Ｃ方向に半導体素子６が複数並ぶ構
成であっても、各半導体素子６に流れるそれぞれの電流がアンバランスになることを抑え
ることができる。
【００３１】
　このように、ドレイン電極端子７とソース電極端子８とを隣り合わせるように配置して
いるので、半導体素子５がオンしたときドレイン電極端子７とソース電極端子８にそれぞ
れ流れる電流の方向を互いに反対にさせることができ、相互誘導作用によりドレイン電極
端子７及びソース電極端子８のそれぞれのインダクタンスを小さくすることができる。ま
た、ドレイン電極端子９とソース電極端子１０とを隣り合わせるように配置しているので
、半導体素子６がオンしたときドレイン電極端子９とソース電極端子１０にそれぞれ流れ
る電流の方向を互いに反対にさせることができ、相互誘導作用によりドレイン電極端子９
及びソース電極端子１０のそれぞれのインダクタンスを小さくすることができる。これに
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より、半導体装置１の内部インダクタンスを小さくすることができる。
【００３２】
　また、ソース電極端子８の端部とドレイン電極端子９の端部とを隣り合わせるように配
置しているので、ソース電極端子８とドレイン電極端子９とを接続するための配線を短く
することができ、半導体装置１を用いてつくるインバータ回路の大型化を抑えることがで
きる。
【００３３】
　また、ドレイン電極端子７の端部とソース電極端子１０の端部とを隣り合わせるように
配置しているので、半導体装置１を用いてインバータ回路をつくる場合のそのインバータ
回路の電源の一方の電極とドレイン電極端子７とを接続するための配線長と、電源の他方
の電極とソース電極端子１０とを接続するための配線長とを同じにすることができる。こ
れにより、それらの配線の各インダクタンスがアンバランスになることを抑えることがで
きるので、半導体素子５、６に流れるそれぞれの電流がアンバランスになることを抑える
ことができる。
【００３４】
　図２は、半導体装置１を用いてインバータ回路をつくる場合のそのインバータ回路の一
例を示す図である。なお、図２に示すインバータ回路におけるアーム構成はモータの１相
分を示しており、このインバータ回路により駆動されるモータを３相モータとする場合、
半導体装置１は３つ必要となる。
【００３５】
　図２に示すインバータ回路１６は、半導体装置１と、一方端が電源１７のプラス側電極
と接続され他方端が電源１７のマイナス側電極に接続されるコンデンサ１８と、コンデン
サ１８の一方端とドレイン電極端子７とを接続するためのコンデンサ配線１９と、コンデ
ンサ１８の他方端とソース電極端子１０とを接続するためのコンデンサ配線２０と、ソー
ス電極端子８に接続されるモータ配線２１と、ドレイン電極端子９とモータ配線２１とを
接続するためのモータ配線２２と、モータ配線２１及びモータ配線２２の接続点とモータ
を構成するコイル（不図示）とを接続するためのモータ配線２３とを備えて構成されてい
る。
【００３６】
　図３（ａ）は、半導体装置１に取り付けられる前のコンデンサ配線１９、２０を示す図
である。図３（ｂ）は、コンデンサ配線１９、２０が取り付けられた後の半導体装置１を
示す図である。なお、図３（ｂ）の矢印Ｄは、コンデンサ配線１９に流れる電流の方向を
示し、図３（ｂ）の矢印Ｅは、コンデンサ配線２０に流れる電流の方向を示している。ま
た、コンデンサ配線１９、２０を取り付けるためのネジは省略している。
【００３７】
　コンデンサ配線１９は、板状の配線であって、２箇所の隅にてネジ止めによりドレイン
電極端子７に接続される際にソース電極端子１０と重ならないように端部中央が一部切り
取られている。すなわち、コンデンサ配線１９は、凹状に形成されている。
【００３８】
　また、コンデンサ配線２０も、同様に、板状の配線であって、端部中央の１箇所にてネ
ジ止めによりソース電極端子１０に接続される際にドレイン電極端子７と重ならないよう
に２箇所の隅が一部切り取られている。すなわち、コンデンサ配線２０は、凸状に形成さ
れている。
【００３９】
　コンデンサ配線１９、２０の取り付けの順番としては、まず、コンデンサ配線１９をド
レイン電極端子７に接続した後、コンデンサ配線２０をソース電極端子１０に接続する。
なお、コンデンサ配線１９、２０の間に絶縁部材などを設けてもよい。
【００４０】
　これにより、コンデンサ配線１９、２０の互いにの長さを合わせることができるので、
各インダクタンスがアンバランスになることを抑えることができ、半導体素子５、６に流
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れるそれぞれの電流がアンバランスになることを抑えることができる。
【００４１】
　図４（ａ）は、本発明の他の実施形態の半導体装置を示す図である。
　図４（ａ）に示す半導体装置２４は、半導体素子５、６に流れる電流が、図１に示す半
導体装置１の半導体素子５、６に流れる電流よりも大きい場合の半導体装置を示しており
、ドレイン電極端子９の端部及びソース電極端子１０の端部を、それぞれ、図１（ａ）に
示す半導体装置１のドレイン電極端子９の端子及びソース電極端子１０の端部よりも大き
く形成している。なお、ネジ止め用の孔２５も１つ増やしている。
【００４２】
　このように、ドレイン電極端子９の端部及びソース電極端子１０の端部をそれぞれ半導
体素子５、６に流れる電流に応じた大きさに形成することにより、半導体素子５、６に流
れる電流が大きい場合でも対応することができる。
【００４３】
　図４（ｂ）は、本発明のさらに他の実施形態の半導体装置を示す図である。
　図４（ｂ）に示す半導体装置２６は、図４（ａ）に示す半導体装置２４のドレイン電極
端子９の端部及びソース電極端子１０の端部をそれぞれ２つに分岐し、各端部にそれぞれ
ネジ止め用の孔２５を１ずつ設けたものを示している。なお、ドレイン電極端子９の端部
及びソース電極端子１０の端部を３つ以上に分岐してもよい。
【００４４】
　このように構成しても、半導体素子５、６に流れる電流が大きい場合に対応することが
できる。
　なお、上記実施形態では、ドレイン電極端子７の端部をソース電極端子１０の端部の両
側に分岐させ、ソース電極端子８の端部をドレイン電極端子９の端部の両側に分岐させる
構成であるが、ソース電極端子１０の端部をドレイン電極端子７の端部の両側に分岐させ
、ドレイン電極端子９の端部をソース電極端子８の端部の両側に分岐させ、ドレイン電極
端子７の半導体素子５と接続される端部及びソース電極端子８の半導体素子５と接続され
る端部のそれぞれの幅を金属コア絶縁基板４の幅Ｃとほぼ同じ幅となるように形成しても
よい。このように構成することにより、半導体素子６に入出力される電流がドレイン電極
端子９及びソース電極端子１０により分散され、半導体素子５に入出力される電流がドレ
イン電極端子７及びソース電極端子８により拡がるので、金属コア絶縁基板４の幅Ｃ方向
に半導体素子５、６が複数並ぶ構成であっても、各半導体素子５に流れるそれぞれの電流
や各半導体素子６に流れるそれぞれの電流がアンバランスになることを抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】（ａ）は、本発明の実施形態の半導体装置の平面図である。（ｂ）は、Ａ－Ａ断
面を示す図である。（ｃ）は、Ｂ－Ｂ断面を示す図である。
【図２】半導体装置を用いてインバータ回路をつくる場合のそのインバータ回路の一例を
示す図である。
【図３】（ａ）は、半導体装置に取り付けられる前のコンデンサ配線を示す図である。（
ｂ）は、コンデンサ配線が取り付けられた後の半導体装置を示す図である。
【図４】（ａ）は、本発明の他の実施形態の半導体装置を示す図である。（ｂ）は、本発
明のさらに他の実施形態の半導体装置を示す図である。
【図５】（ａ）は、従来の半導体装置の斜視図である。（ｂ）は、従来の半導体装置の平
面図である。（ｃ）は、従来の半導体装置の側面図である。
【図６】従来の半導体装置を用いてつくるインバータ回路におけるアーム構成を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００４６】
１　半導体装置
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２　金属ベース
３　回路パターン
４　金属コア絶縁基板
５　半導体素子
６　半導体素子
７　ドレイン電極端子
８　ソース電極端子
９　ドレイン電極端子
１０　ソース電極端子
１１　ヒートスプレッダ
１２　はんだ
１３　カバー
１４　ケース
１５　ボンディングワイヤ
１６　インバータ回路
１７　電源
１８　コンデンサ
１９　コンデンサ配線
２０　コンデンサ配線
２１　モータ配線
２２　モータ配線
２３　モータ配線
２４　半導体装置
２５　孔
２６　半導体装置
５０　半導体装置
５１　半導体素子
５２　ベース基板
５３ａ　ドレイン電極端子
５３ｂ　ドレイン電極端子
５３ｃ　ドレイン電極端子
５４　ソース電極端子
５５　絶縁板
５６　ボンディングワイヤ
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